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1. 研究背景 

La5Mo4O16はMoO6八面体が ab面上に正方格子を組

んでいる。面間は非磁性クラスターの Mo2O10でのみ繋

がっており、スピンを持つ面同士が十分離れているた

め、2 次元磁性体としてみなすことができる。190K 以

下では面内でフェリ磁性を示し、面間ではそれが反強

磁性秩序を示すが、0.5T 以上の磁場下では面間強磁性

となる[1]。融解塩電解法で作製された単結晶では、強

磁場を印加した後に、零磁場に戻すと磁化が緩和を示

すことが知られている[2]。さらに、特徴的な磁気抵抗

を示すことも知られている。一方、Floating Zone 法で

作製された試料は、融解塩電解の試料では見られない

巨大な正の磁気抵抗を示す[3]。 

本研究では、Mo サイトに Mn をドープした

La5Mo4-xMnxO16単結晶をFloating Zone法によって作

製し、その物性を調べた。この結果を、融解塩電解法

と Floating Zone 法の二つの方法で作製された

La5Mo4O16 単結晶の振る舞いと比較することにより、

その違いを明らかにすることを目的とした。 

2. 実験方法 

多結晶 La5Mo4-xMnxO16 を、原料 La2MoO6と MoO3

と Mn を化学量論比で混合し、Mo を還元剤として用い

て、試料と共に石英ガラス管に真空封入し、1250℃で

焼結することによって作製した。その多結晶を用いて

Floating Zone 法により、Ar 雰囲気下、11mm/h の速

度で単結晶を成長させた。結晶成長後の試料を砕き、

単結晶を摘出した。 

3. 実験結果及び考察 

La5Mo4-xMnxO16 の磁化の温度依存性を図 1 に示す。

Floating Zone 単結晶では、200K で反強磁性転移に対

応するカスプが見られるだけでなく、T1~60K、T2~95K

で磁化に異常が見られている。一方、Mn を置換した

Floating Zone 単結晶では、融解塩電解単結晶と同様に、

そのような二つの磁化の異常 T1, T2は見られなかった。 

試料を磁場下で冷却し、一定の温度で磁場を零にし

た後の磁化の時間依存性を図 2 に示す。Floating Zone

単結晶では磁化の緩和は観測されなかったが、Mn を

置換した単結晶では、融解塩電解単結晶と同様に磁化

の緩和が観測された。またこの磁化の時間依存性は時

間に関してスケーリングを示すことが分かった。この

時、磁化の値が半分になる時間をτ1/2 とすると、τ1/2

は温度に対して熱活性の振る舞いを示すことが分かっ

た。 

 c 軸方向の磁気抵抗の結果を図 3 に示す。0.5T 付近

で、面間反強磁性から面間強磁性へと磁化が整列する

際に、急激に抵抗が数%ほど減少する。また、Floating 

Zone 単結晶で T1(~60K)以下で見られていた 100%ほど

の正の磁気抵抗は見られなくなり、融解塩電解結晶と

同様の振る舞いを示している。 

不純物として Mn を置換したことで 2 つの異常 

(T1, T2)が消滅し、融解塩電解単結晶と同様の振る舞い

を示した。この事から融解塩電解単結晶は Floating 

Zone 単結晶と比べて結晶性が悪く、その事が T1, T2 の

異常を抑制していると考えられる。 
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図 1 La5Mo4-xMnxO16の 

磁化の温度依存性 

 

図 2  La5Mo3.2Mn0.8O16の

磁化の緩和 

図 3  La5Mo3.9Mn0.1O16 の

磁気抵抗 
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